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【緒言】 

スパッタ法を用いた GaNの成膜は、従来のMOCVD法のような有機金属や大量のアンモニアが

不要なため、より低コストかつ低毒性なプロセスとして期待されている。 

東ソーでは、独自の焼結技術による高密度・低酸素な GaN焼結体スパッタリングターゲットを

開発しており、サファイア基板上でMOCVD法と同等の回折強度を持つ GaNが成膜可能であるこ

とを報告している[1,2]。本発表では、Si基板上にスパッタ法による GaN薄膜の成膜および膜応力

について報告する。 

【実験方法】 

酸素含有量 0.4at%の低酸素 GaN スパッタリングターゲット（東ソー開発品）を用いて、RFマ

グネトロンスパッタ法により、Si(111)基板上に GaN を成膜した。得られた各 GaN 薄膜の結晶性

および平坦性を、それぞれ XRDおよび AFM等で評価した。 

【実験結果】 

Fig.1に、スパッタ成膜 GaN (sp-GaN) / AlN / Si(111)における AlN膜厚を固定、GaN膜厚を変化

させた際の GaN 薄膜の膜厚と内部応力値の関係を示す。この結果から、sp-GaN 膜が厚いほど薄

膜の圧縮応力値が増加する傾向が見られた。

加えて、sp-GaN 成膜前後の膜応力から

sp-GaN成膜によって付与される圧縮応力値

の傾向を考察すると、スパッタリング法で

は高い運動エネルギーを持った粒子が膜形

成プロセスに関与するため、スパッタ粒子

や膜表面原子が格子間原子位置に押し込ま

れる atomic peening effect[3]により圧縮応力

が発生していると考えられる。スパッタリ

ングGaN薄膜に関する詳細は当日報告する。 
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Fig.1 The internal stress value of sp-GaN / AlN / Si(111) 
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